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Динамика экситонной рекомбинации в магнитном поле исследовалась в гетероструктурах с непрямозонными монослойными квантовыми ямами (КЯ). Обнаружено необычное поведение фотолюминесценции (ФЛ) экситонов: с ростом магнитного поля в геометрии Фарадея (продольное поле) происходит уменьшение её интенсивности и одновременное увеличение времени рекомбинации экситонов. В предложенной нами модели эффект объясняется тем, что основное состояния экситона в продольном магнитном поле является «темным» и его заселенность возрастает в магнитном поле. Явление универсально и проявляется как в структурах первого (InAs/AlAs) так и второго (GaAs/AlAs) рода [1].

Спектры низкотемпературной (2 К) ФЛ структур содержат полосу бесфонного перехода и его фононные повторения. Приложение к структурам продольного магнитного поля приводит к монотонному уменьшению интегральной интенсивности ФЛ (до 5 раз в поле 10 Тл) при одновременном возрастании времени излучательной рекомбинации (до 20 раз в поле 10 Тл). Повышение температуры или изменение ориентации магнитного поля (поворот поля в геометрию Фохта) приводят к восстановлению интенсивности ФЛ и уменьшению времени излучательной рекомбинации. Отметим, что в нулевом магнитном поле вследствие высокого качества структур интенсивность их ФЛ определяется излучательной рекомбинацией оптически активных экситонов, а вклад безылучательных процессов пренебрежимо мал. Соотношение между g-факторами электрона и дырки в исследуемых КЯ таково, что в продольном магнитном поле основным состоянием экситона оказывается оптически неактивное (проекция момента 2 на ось поля), доля экситонов, накапливающихся в этом состоянии увеличивается с ростом напряженности магнитного поля. При этом  возрастает вклад процессов безызлучательной рекомбинации, что и приводит к уменьшению интегральной интенсивности ФЛ структур. Восстановление интенсивности ФЛ с одновременным уменьшением времени излучательной рекомбинации при повышении температуры или в наклонном магнитном поле обусловлены температурным заселением оптически активных экситонных состояний в первом случае и смешиванием оптически активных и неактивных состояний поперечной компонентой магнитного поля во втором. Работа поддержана РФФИ (проект 13-02-00073).  
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